1)

b)

Cwiczenie nr 8

Przed rozpoczgciem ¢wiczenia zastanow si¢ czy potrafisz odpowiedzie¢
na nast¢pujace pytania:

jakie typy detektoréw znasz?

co to jest potprzewodnik samoistny 1 niesamoistny

opisz zjawiska zachodzace na zlaczu p-n spolaryzowanego w kierunku
przewodzenia i w kierunku zaporowym

opisz zjawiska zachodzace na ztaczu p-n-p
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Configuration (a) and architecture of p—n junctions (b) in CCD camera

2)

Zapoznaj si¢ z zasadg dziatania kamery CCD na przyktadzie kamery

CCD-3000



conduction band

P
o
)
S valence band
5
= . Fermi energy
g |
ntype  n-p p type
junction

Electron energy along the n-p junction when the reverse biased voltage V is applied
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b)

S

a) Three-phase voltage applied to the MOS capacitors, b) voltage applied to the MOS

capacitors, c) change of depth and position of the energy wells as a function of
applied voltage

3)  Zapoznaj si¢ ze specyfikacja roznych kamer. Co oznaczaja te parametry?
4)  Opisz réznice migdzy kamerg

a) o$wietlang z tylu (back illuminated)

b) oswietlang z przodu (front side illuminated)

¢) kamerg CCD typu otwarte elektrody (open electrode CCD)

d) oswietlong z tylu ze wzmocniona detekcjg w zakresie UV (bach illuminated

UV enhaced CCD)



5)  Ktorg kamere wybratby$ do pracy w zakresie nadfioletu?



